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(57) Abstract 

The inverttiort relates to a dual-port DRAM memoiy locaiion 
having a capRcitai" and two transfer gates whose load paths are 
connected in sei-itis. Said series connection is Hrrat^gcd betwccTi 
two data transmissiort lincs. This arrangement serves to provide 
a dual-port memory location which, independent of one another* 
can be read, or written by two data processing units. The "decisive 
advantage of die inventive memory locntfons in a DRAM memory 
architecture is the sizc-opthni^cd desi^irt, Le. the possibility of 
providing a mcmoiy architecture with substantially reduced space 
requirements. The inventive memory location is very immme to 
noise due lo its design. I.e. due to the small number of switching 
Clements and short length of conductor paths. The small number 
of transistors and shorl length of conductor paths also permits to 
reduce the time i^uired for accessing the data. The invention also 
rtslaces to a dram semiconductor memory having dual-port memory 
locations. 

(57) Zusucnniealliissung 

Die EifinUung betrifft eine Dual-Port Speicheizclle und einen DRAM-HalbleitciSpcichCf mit Dual-Port Spcicheraellcn. Die 
Erfindung betrifft eine Dual-Port DRAM Speicherzelle mit einem kapazitivcn Element urxi Ewei Auswahltransistoren, deren Laststreckca 
in Rcihc geAchaltcn sirtd und die&ft Relhenschaltung zwischen zwel Datenleitungen angeordnet ist, Dutch diese Anordnung laBt sich 
die Dual-Port-Speicherzelle unabhftngig voncinander von zwci DatOTvcrarbcitungeeinhciien auslesen und bcschneiben. Per cntschcidende 
VorteSl dcrcrfindungsgem^ften Speieherzellen in einer DRAM-Speicherarchicektur liegt in einem nachcnoptimicrt^ Design auf, da£ heiBt in 
dor Moglicbkeit einc Speichemrchittktur mit deutlich reduziertem Flficlienaufwaud bereitzaistellcn. Die erflndungsgetnaBe Spelcheraelle 1st 
aufgnind ihres Designs, d.h. aufgrund der geiingcn Anzahl von Schaltclementen und niwlngcn Lcitetbahniangen, sehr rauschunempfindlich. 
Die gerlngere Anzahl der Ttansistoron und Leitcrbahnlangc hat aufietdcm sehr nicdrigc ZugrifF*zelt zurFolgp. Fcsmer betrifft die firfindun^ 
einen DRAM-Halbteiterapeicher mit Dual-Port Speichcssellen, 
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Beschreibung 

Dual-Port Speicherzelle 

5 Die Erfindung betrifft eine Dual-Port Speicherzelle und einen 
DRAM-Halbleiterspeicher mit Dual -Port Speicherzellen 

Als Dual-Port Speicherzellen werden alle Speiclierzellen be- 
zeichnet, die genau zwei DatenXeitungen aufweisen, Eine als 

10 statische Speicherzelle ausgebildete Dual-Port Speicherzelle 
(static random access memory; SRAM) enthait typischerweise 
. acht Transistoren/ jeweils vier AuswaJil trans is toren (Trans- 
fer-Gates) und vier Speichertransistoren (Inverter) • Diese 
Transistoren sijid jeweils mit zwei Wortleitungen (Auswahllei- 

15 tiingen) und mit zwei Bitleitungen (Datenleitungen) verbunden. 
Dynamische Dual-Port Speicherzellen (dynamic random access 
memory; DRAM) sind bislang nicht bekannt* 

Kiinftige mikroeieJctronische Schaltungen werden komplizierte 
20 Speicherarchitekturen mit Transistorenzahlen im Bereich von 

10^2 10^^ realisieren* Eine aus okonomischen Grtlnden ele- 

mentare Randbedingung koitimt hier ohne Zwei f el einem mdglichst 
geringen FlSichcnaufwand jeder der Speicherzellen auf dem 
Halbleiterchip zu. Die Gesamtzahl der Transistoren einer ein- 
25 zelnen Speicherzelle sowie der en Verdrahtungsaufwand, bei dem 
vorgegebenen "Design-Rules" beachtet werden mUssen, bestiromt 
im wesentlichen die GrCiie der Speicherzelle und somit den 
Fiachenaufwand des aus einer Vielzahl von derartigen Spei- 
cherzellen aufgebauten Halbleiterspeichers. 

30 

Eine weitere sehr wichtige Randbedingung, die in$besondere 
fUr den die Speicherzellen enthaltenden Halbleiterspeicher 
eine sehr wichtige Rolle spieit, ergibt sich aus der Porde- 
rung einer mOglichst geringen Zugriffszeit auf die einzelnen 
35 Speicherzellen des Halbleiterspeichers . Die verktirzung der 
effektiven Zugriffszeit ist insbesondere bei den im Prinzip 
sehr langsamen, dynamischen Speichern (DRAMs) sehr wichtig. 
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uia keinen groBen Unterschied in Bezug auf die Taktraten 
der heute standardmSfiig eingesetzten Prozessoren entstehen zu 
lassen. Die Zugriffszeit bei eineiri Halbleiterspeicher ergibt 
sich im wesentlichen aus der Laufzelt der Datensignale auf 
5 den Wortleitxuigen utid aus der Umladung der Speicherkapazita- 
ten. Da jedoch bei einem tlbergang eines Halbleiterspeichers 
von 1-Port-Speicherzellen auf 2-Port-Speicliei:zeXlen die ef- 
fektive Leiterbahnlange um etwa 40% zunimint, ergibt sich un- 
erwUnschterweise eine entsprechende Zunahme der Signallauf- 
10 zeiten und somit eine Zunahme der Zugrif f szeiten. Aufgrund 

der dadurch verursachten zusatzlichen para^itaren Kapa^itaten 
und Widerstande in den Wort lei tungen und Datenleitungen v^r- 
griflfiern sich die Signalwechsel zeiten und somit die Zugriffs- 
zeiten auf den einzelnen Speicherzellen erheblich. 

15 

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grund, 
eine dynamische Dual-Port Speicherzelle mit einem platzspa- 
rendem Design anzugeben. 

20 Erf indungsgemSlB wird diese Aufgabe durch eine Dual-Port- 

Speicherzelle mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelost. 

Die erf indungsgemaBe Dual-Port-Speicherzelle weist in der be- 
vorzugten Aiisgestaltung jeweils ein als Speichertransistor 

25 ausgebildetes kapazitives Element und zwei Auswahltransisto- 
ren auf, deren Laststrecken in Reihe geschalten sind und die- 
se Reihenschaltung zwischen zwei Datenleitungen angeordnet 
ist*. Durch diese Anordnung kann eine Dual-Port-Speicherzelle 
parallel von zwei Datenverarbeitungseinheiten ausgelesen und 

30 beschrieben werden* 

Es ware selbstverstclndlich auch denkbar das kapazitive Ele- 
ment als zwei miteinander kurzgeschlossenen Kondensatoren, 
die jeweils zwischen dem Mittelabgrif f der Auswahltransisto- 
35 ren und einem Bezugspotential angeordnet sind, zu realisie- 
ren. DRAM-Speicherzellen sind insbesondere aufgrund deren 
verba ItnismaBig kleinen Kapazitaten und geringen effektiven 
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Leitungsiangen bei dynamischen Halbleiterspeichern besonders 
vorteilhaft, da hier die entsprechenden Speicberzellen sehr 
klein diiaensioniert werden kfinnen. 

5 Der entscheidende Vorteil der erf indungsgemaflen Dual-Port 
Speicherzellen in einer DRAM-Speicherarchitektur liegt, wie 
bereits erwahnt, in einem f lachenoptimierten Design^ das 
heiJit in der M5glichkeit 6ine Speicherarchitektur lait deut- 
lich reduziertem Flachenaufwand bereitzustellen- Inebesonde- 

10 re, wenn das kapazitive Element als CMOS-Transistor ausgebil- 
det ±st, kann jeder der Lasts treckenanschlUsse des CMOS- 
Transistors mit jeweils einem La3t3treckenanschlui5 der Aus- 
wahltransistoren kurzgeschlossen sein. Besonders vorteilhaft 
ist dabei, wenn die AnschluBknoten der CMpS^Transistoren 

15 mit den AnschluBknoten der Auswahltransistoren zu^aimnenf al- 
ien. Durch diese Einsparung von f lachenintensiven AnschluB- 
knoten koinint die erf indungsgemaBe Dual-Port-Speicber^elle mit 
einem sehr niederigen Flachenbedarf aus, wodurcli sich mi thin 
Dual-Port DMM-Speicherzellen besonders kostengtinstig her- 

20 stellen lassen. Die Einsparung von AnschluJQknoten l^Bt sich 

jedoch auch bei als Kondonstoren ausgebildeten kapaziten Ele- 
menten vorteilhaft reaiisieren* 

Bei der erf indungsgemSBe SpeicherzeXle weisen beide Ausgangs- 
25 pfade des kapazitiven Eleiuentes ein definiertes, ann^hernd 
gleich groBes Potential auf, Eine derartige Funktionalitat 
konnte bei herkotmaliclien DRAM-Speicherzellen DPS bislang 
nicht gewahrleistet werden, da hier jeweils ein Anschlufi des 
kapazitiven Elementes immer "floatef , d- h. auf ^inem unde- 
30 finierten Potential liegt, DRAM-Speicherzellen muBten daher 
in regelmaiiigen AbstSnden wiederauf geladen werden (Refresh- 
Vorgang) * W^hrend dieses Ref resh-^Vorganges konnte die DRAM- 
Speicherzelle nicht ausgelesen oder beschrieben werden, wo- 
durch sich undefinierte Schaltzustande nie ganz vermeiden 
35 lassen- Diese oben genannte Funktionalitat konnte daher bis- 
lang nur von SRi^^H-Speicherzellen erzielt werden. Durch die 
erf indungsgemaBe Dual-Port-DRAM-Speicherzelle laSSen sich die 
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oben beschriebenen Vorteile einer DElAM-SpBiclierzelle, d. h. 
ktirzere Zugrif f szeit, Flachenoptimierung, etc., mit der Funk- 
tionalitat einer SRAM-Speicherzelle in Bezug auf dessen defi- 
nierten Schaltzustande verkniipfen, 

5 

Die erfindungsgemafie Speicherzelle iat aufgrund ihres De- 
signs/ d* h* aufgrund der geringen ^^zahl der Schaltungsele^ 
mente und niedrigen Loitorbahniangen, tlberdies sehr rau- 
schunempfindlich* Die Speicherzelle zeigt daher ein verdeut- 
10 lich verbessertes Signal-Rausch-Verhaltnis (Signal Noise Ra- 
tio; SNR) iift Vergleich zu herkcJmmlichen Dual-^Poxt- 
SpeicherzBllen- 

Die geringere Anzahl der Transistoren und die geringen ef fek- 
15 tiven Leiterbahnl^gen bewirkt auBerdem sehr niedrige Zu- 

griffszeiten. Aufgrund der verringerten parasitaren Kapazita^ 
ten xxnd WiderstSnde im kritischen Leitungspfad wird die Zu- 
griffszeit lllDerdies noch verbessert. Dadurch lassen sich 
Speichersysteme bereitstellen, die bei gleicher Taktfrequenz 
20 eine hOhere Leistungsf ahigkeit aufweisen. 

Insbesondere eignet sich die Erfindung besonders vorteiltiaft 
bei sogenannten Multi-Port-Halbleiterspeichern, die eine 
Vielzahl von erf indungsgemaJien Dual-Port DRAM-Speicherzellen 
2 5 auf we i s en - 

Die Unteranspriiche sind auf bevorzugte Ausgestaltungen und 
Weiterbildungen der Erfindung gerichtet, 

30 Die Erfindung wird nachfolgend aohand der in den Figuren der 
Zeichnung angegebenen Ausf iihrungsbeispiele naher erlautert. 
Es zeigt dabei : 

Figur 1 das Scbaltbild eines ersten Ausflllirungsbeispiels ei- 
35 ner erf indungsgeraSfien Dual-Port-Speicherzelle; 
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Figur 2 das Schaltbild eines zweiten AusftiHrungsbeispiels ei- 
ner erf indungsgetaafien Dual "-Port ^Speicherzelle; 

Figur 3 exn vortsilliaf tes Ausfiihrungsbeispiel eines DRAM- 
5 Halbleiterspeichers mit erf indungsgemaBen Dual-Port- 

Spelcherzellen* 

rn alien Figuren der Zeichnung sind gleiche Oder funktions- 
gleiche Elementer sofern dies nicht anders angegeben iat, mit 
10 gleichen Bezugszeiclien versehen, Nachfolgend werden alle Du- 
al-Port DRAM-Spelch.erzellen, sofern nichta anderes angegeben 
ist/ kurz als Speicherzellen bezeichnet 

Figur 1 zeigt das Schaltbild eines ersten Ausf Uhrungsbei- 

15 spiels einer erf indungsgemafien Dual-Port DRAM-Speicherzelle 
DPS* Die Speich.erzelle DPS welst zwei Auswahltranslstoren 
ATl^ AT2 sowi^ ein kapazitives Element KE auf . In Figur 1 ist 
das kapazitive Element KE als CMOS-Speichertransistor ST, 
dessen GateangcliluB G mit einem Versorgungspotential VDD ver- 

20 bunden ist, ausgebildet- Der l>rainanschlufi D des Speicher- 
transistors ST ist tlber die Laststrecke des ersten Auswahl- 
transistors ATI mit einer erste Datenleitung Bl verbunden. 
Der SourceanschluB S des Speichertransistors ST ist uber die 
Laststrecke des zweiten Auswahltransistors AT2 mit einer 

25 zweiten Datenleitung B2 verbunden* Die Lasts trecken der Aus- 
wahltransistoren ATI, AT2 sowie des Speichertransistors ST 
Sind somit in Reihe geschaltet und zwischen der ersten Daten- 
leitung Bl und der zweiten Datenleitung B2 angeordnet. Die 
SteueranschlUsse der Auswahl transistor en ATI, AT2 sind mit 

30 jeweils einer Mortleitung WLl, WL2 verbunden. Uber ein Aus- 
wahlsignal auf den Wortleitungen WLl, WL2 sind die entspre-- 
chenden Auswahl transi storen ATI/ AT2 getrennt and unabhangig 
ansteuerbar . 

35 Die Speicherzelle DPS ist uber die Datenleitungeu Bl, B2 mit 
zwei nachgeschalteten DatenveraLrbeitungseinheiten verbunden. 
Diese Datenverarbeitungseinheiten kannen beispielsweise als 



PAGE 53/73 ' RCVD AT 9/10/2004 4:14:37 AM [Eastern Daylight Time] ' SW^^^ 



10/09 FRI 16:30 FAX 6567468263 



HORIZON IP PTE LTD 



@054 



WO 00/194^7 6 PCT/DE99A0151 



Mikrocomputer, Prozessor, Logikschaltung/ Bus, etc. ausgebil- 
det sein. Typischerweise^ jedoch nicht notwendigerweise, war- 
den die Datenverarbeitungseinheiten mit unterschiedlichen 
Taktf requenzen betrieben. Uber die D&tenleitungen Bl, b2 las- 
5 sen sich unabhangig voneinander bidirekticnell Daten aus der 
Speicherzelle VPS, d. h» aus dem Speichertransistor ST, ein- 
lesen und auslesen. Uber die Wortleitungen WLl^ wIj2 lassen 
sich die entsprechenden Auswahltransistoren ATI, AT2 in den 
leitenden Zustand bzw. in einen gesperrten Zustand steuern. 

10 

Figur 2 zeigt das Schaltbild oines zweiten Ausf tlhrungsbei- 
spiels einer erf indungsgeraafien Dual-Port-Speicherzelle . Bei 
der Speicherzelle DPS in Figur 2 wurde das kapazitive Element 
KE mittels zweier parallel angeordneter Speicherkondensatoren 

15 SKI, SK2 realisiert. Die Speicherkondensatoren 5K1, SK2 sind 
als DRAM-Kondensatoren ausgebildet, die jeweils mit ihren er- 
sten Kondensatoranschliissen (Kondensatorplatten) miteinander 
und jeweils mit elnem Laststreckenanschlufi der Auswahltransi- 
storen ATI, AT2 verbunden sind- Die jeweils zweiten Kondensa- 

20 toranschlUsse sind („f loatend"*^) mit einem Versorgungspotenti- 
al VREF beauf schlagt . Besonders vorteilhaft ist ea, wenn die 
ersten KondensatoranschlUsse mit den jeweiligen Laststrecken- 
anschlUssen der zugeordneten Auswahltransistoren ATI, AT2 zur 
Gewahr lei stung eines f lachenoptimlerten Designs zusammenfal- 

25 len. 

Zusatzlich kann eine Logikschaltung bzw* eine Zustandsma- 
schine vorgesehen sein, die den gespeicherten Dateninhalt der 
Speicherzelle DPS regelmaJSig wiederaufl^dt . Eine derartige 

30 Logikschaltung bzw, Zustandsmaschine wird im Fach jargon als 
Refresh-Schaltung RS bezeichnet. Diese Ref resh-Schaltung rs 
enthalt im vorliegenden Ausf tlhrungsbeispiel den zweiten Aus- 
wahltransistor AT2. Im vorliegenden AusfUhrungsbeispiel ist 
lediglich zwischen dem kapazitiven Element KE und der zweiten 

35 Datenleitung B2 eine solche Ref resh-Schaltung RS vorgesehen. 
Es ware selbstverstandlich auch denkbar, zusatzlich oder al- 
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ternativ exne [weitere) Ref resh-Schaltung zwischen der ersten 
Datenleitung Bl imd dem kapazitiven Element KE vorzusehen. 

Die Refresh-Schaltung RS kann in bekannter Weise durch zwei 
5 Lesever starker und eine Vorauf ladeschaltung gebildet werden* 
Diese zwei Leseverstarker und die vorauf ladeschaltung kOnnten 
Bestandteil des Bitieitungsdekoders des Halbleiterspeichers 
sein. 

10 Besonders vorteilhaft ist es, wenn eine sogenannte Autore- 

fresh-Schaltung KS vorgesehen ist, bei ddr das Wiederauf laden 
der Speicherzelle DPS automatisiert ist. Uber einen einfachen 
taktgesteuert Ringzahler lassen sich fortwthrend in aut- Oder 
absteigender Folge die einzelnen Adressen der verschiedenen 

15 Speicherzellen generieren, die darni in den entsprechenden 
Zeitabstanden durch die Vorauf ladeschaltung Oder durch eine 
Ref erenzspannungsquelle wiederauf geladen werden, 

Figur 3 zeigt anhand eines vereinf achten Schaltbiides ein 
20 vorteilhaf tes Ausfiihrungsbei spiel eines DRAM-Halbleiter- 
speichers mit erf indungsgeiaSGen Dual-Port-Speicherzellen, 

Bei einer herkommlichen DKftw-Speicherzelle ist jeweils ein 
Auswahltransistor mit einem Speicherkondensator verbunden. 

25 Der besondere Vorteil bei der erf indungsgemaJien Speicherzelle 
liegt nun darin/ daii jeweils zwei Kondensatoren des Speiclier- 
feldes SFf zrnn Beispiel SKO, SKI, intern miteinander kurzge- 
schlossen sind. Dadurch entstehen Dual-Port-Speicherzellen 
DPS in einem Dual-Port DRAM-Halbleiterspeicher • Die beiden 

30 Ports sind dabei voneinander v511ig unabhangig- Besonders 

vorteiihaft ist es, wenn die beiden Ports aufgetrennt sind in 
einen Schreib-/Lese-Port and in einen Ref resh-- Port, der nur 
fiir den Refresh bzw. das Wiederaufladen des Speicherf eldes SF 
zustandig ist* Die Dekoder ftlr die Schreib-ZLese-Ports Dp^^^g, 

35 Dr^-^Xj konnen dabei lait den ungeradzahligen^ wahrend die De- 
koder ftir die Refresh-Ports Dr-b/ Dr-,wIi i^it den geradzahligen 
Daten-/Auswahlleitungen verbunden sein. 
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Die Speicherdichte bei einem derart ausgestaltetem Dual-Port 
DRAM-Halbleiterspaicher wird dadurch Im Vergleich zn einem 
herkesiQiiilichen HalbXeiterspelcher zwar nallDiert, 1st aXler- 
5 dings immer noch um den Faktor 20 h6her als bei einezn. Yi&r- 

k5imnlichen SRAM-Halbleiterspeicher * Ein derart ausgestalteter 
erf xndungsgemaBer Dual-Port DRAM^Halbleiterspeicher kann ei-^ 
nen tLerk^mmlichen SRAM-Halbleiterspeicher mittlere GrOiie auf 
einem chip mit Embedded DRAM-Speicherzellen sogar ersetzen, 
10 Bei all diesen Anwendungen 1st sowohl die wesentlich hohere 
Speicherdicrhte eines als DRAM ausgestalteten Ilalblelterspei-- 
chers iin ver-gleich einer 6-Transi3torenspelcherzelle eines 
SRAM-Halbleiterspeichers und die damit verbundene niedrigere 
Verlustleistxing von besonderem Vorteil. 

15 

Nachfolgend wird anliand von Figur 1 die Funktiongweise der 
erf indiingsgemaBen Dual-Port-Speicherzelle DPS kurz beschrie^ 
ben: 

20 wahrend eines Schreibvorganges Uber die erste Datenleitung Dl 
wird der erste Auswahltransistor ATI in den leitenden Zustand 
gesteuert- Das kapazitive Element KE wird dadurch rait dem Po- 
tential VDD - Vth geladen, wenn sine digitale "1" in die ent- 
sprechende Speicherzelle DPS geschrieben werden soli/ Oder 

25 wird auf das Potential VSS entladen, wenn beispielsweise eine 
digitale "0" in die entsprechende Speicherzelle DPS geschrie- 
ben werden soil* 

Die Erfindung nutzt die Tatsache aus, dafi fiir annahernd glei- 
30 che Potentiale am Gateanschlufi "und Sourceanschluii des Spei- 
chertransistors ST der Spannungsabf all UDS zwischen Source- 
und Drain-Anschluil aquivalent zu dessen Einsatzspannung vth 
ist. Da der Gateanschlufi des Speichertransistors ST jedoch 
mit dem Versorgungspotential VDD verbunden ist^ weisen der 
35 Source-Anschluii und Drain -AnschluB des Speichertransistors ST 
dasselbe Potential auf, d. h. VS = VD = vdd - vth far elne 
digitale "1'* und vs ^ VD = VSS fiir eine digitale "0". Da das 
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Drainpotential VD und das Sourcepotential VS somit auf dem- 
selben Potential liegen, kann von jeder der Datenverarbei- 
tungseinheiten aiif die in dem Speichertransistor ST gespei- 
cherte Information ohne Verringerung der Spannwig in der 
5 SpeiCherzelle DPS zugegriff^n warden. 

Typischerweise soXlte bei einer Dual-Port-Speicherzelle DPS 
bei einem Schreibvorgang maximal eine der angeschlossenen Da- 
tenverarbeitungseinheiten schreibberechtigt sein* Uber eine 

10 einfache Logik^Schaltung lafit sich verhindern/ daft die je- 
weils andere Datenverarbeitungseinheit gleichzeitig auf die- 
selfoe Speicherzelle DPS schreiben kann. Umgekehrt ist es je- 
doch vorteilhaf terv^eise moglich, daJi beide an der Dual-Port- 
Speicherzelle angeschlossenen Datenverarbeitung^einheiten Da^- 

15 ten aus dieser Speicherzelle DPS auslesen kdnnen. 

Die Erfindung eignet sich insbesondere bei in CM03-Techno- 
logie hergestellten Speicherzellen. Die Speicherzellen sind 
jadoch nicht auf eine bestiinmte Transistorteciinologie be- 
20 schrankt, sondern kGnnen durch jede Art von f eldef fektgesteu- 
. erten, selbstleitenden oder selbstsperrenden, typischerweise 
in MOS-Technologie hergestellten Transistoren realisiert wer~ 
den, Denkbar w^ren jedoch auch bipolar ausgebildete Speicher- 
zellen. 

25 

In einer Weiterbildung kOnnen selbstverstandlich alle bekann- 
ten Mafinahmen nach dem Stand der Technik zur Fiacbenoptimie- 
rung sowie zur VerkUrzung der Zugrif f szeit , beispielsweise 
durch Optimierung der Designrules, angewendet warden, um die 
30 erf indungsgemaJie Dual'-Port DRaM-Speicherzelle DPS und somit 
den entsprechenden aus einer Vielzahl von solchen Speicher- 
zellen aufgebauten Halbleiterspeicher weiterzubilden. 

Figur 3 zeigt ein vorteilhaftes Aus ftihrungsbei spiel eines Du- 
35 al-Port-Halbleiterspeichers mit erf indungsgemaiien Dual-Port- 
Speicherzellen * 
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Patentansprilche 

1. Dual-Port Speicherzelle (DPS) 

(a) mit einem ersten und einem zweiten Auswahltransistor 
5 (ATI, AT2), 

(al) deren Laststrecken in Reihe mid zwischen einer er- 
sten und einer zweiten Datenleitung (Bl, B2) ange- 
ordnet slnd und 

(a2) deren Steueranschlusse jeweils mit einer ersten und 
10 einer zweiten Wortleitung (WLl^ WL2) verbunden sind, 

wobei die Auswahltransistoren (ATI, AT2) uber ihre 
StGueranschlOsse unabhangig voneinander ansteuerbar 
sind, 

(b) mit einem kapazitivem. Element: (K£) , 

15 (bl) das einen ersten Ausgangsanschlufi (D) , der mit einem 

Laststreckenanschlufi des ersten Auswahltransistor 
{ATI} verbunden ist, und einen vom ersten Ausgangs- 
anschluii (D) unterschiedlichen zweiten Ausgangsan- 
schluB (S)/ der mit einem LaststreckenanschluB des 

20 zweiten Aiiswabl transistor (AT2) verbunden^ aufweist, 

(b2) wobei an den Ausgangsanschltissen (D, S) annahernd 
dasselbe Potential iVj), Vg) anliegt* 

2. Dual-Port Speicherzelle nach Anspruch 1^ 
25 dadurch gekennzeichnet, 

dafi das kapazitive Element (KE) als Speichertransistor (ST) 
ausgetaildet ist, dessen Laststrecke zwischen den in Reihe ge- 
schalteten Laststrecken der Auswahltransistoren (ATI, AT2> 
angeordnet ist und der uber ein mit einem Versorgungspotenti-- 
30 al beaufschlagten SteueranschluJS (G) steuerbar Lst, 

3. Dual^Port Speicherzelle nach einem der AnsprUche 1 Oder 2, 
dadurch gekenn2eichnet/ 

daJi das kapazitive Element (KE) bzw, der Speichertransistor 
35 (ST) als CTMOS-Transistor ausgebildet ist. 
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4 . Dual-Port Speicherzelle n&ch einem der Ansprtlche 2 oder 3, 
dadurch gekennzeicnnet/ 

dafS die Spannung (Ud$) iiber der Laststreckc d^s Speicliertran- 
sistors (ST) dessen E ins ctia It spannung entspricht. 

5 

5. Dual-Port Speicherzelle nach einem der vorstehenden An- 
sprtlche ^ 

dadurch gekennzeichnet, 

daJa das kapazitive Element (KE) als zwei kurzgeschlossene 

10 DRAM-Kondenstoren (SKI, SK2) ausgebildet ist, die jeweils mit 
ihren ersten KondenstoransclilUssen miteinander und jeweils 
mit einem liaststreckenanschluli der zugeordneten Auswahltran- 
sistoren (ATI, AT2} verbunden sind und die jeweils mit ihren 
zweiten Kondenstoranschlussen unit einem Versorgungspotentxal 

15 (VREF) beaufschlagten sind. 

6. Dual-Port Speicherzelle nach einem der vorstehenden An- 
sprtiche/ 

dadurch gekennzeichnet, 

20 daB das kapazitive Element (KE) der Dual-Port Speicherzelle 
(DPS) uber den ersten und/oder Uber den zweiten Auswahltran- 
sistor (ATl^ AT2 ) unabhangig voneinander sowohl beschreibbar 
als auch auslesbar ist- 

23 7, Dual-Fort Speicherzelle nach einem der vorstehenden J\n- 
sprtiche, 

dadurch gekennzeichnet/ 
daJ5 mindestens sine Ladeeinrichtving (RS) vorgesehen ist^ die 
jeweils uber mindestens einen der Auswahltransigtoren (ATI, 
30 AT2) die Kapazitat des kapazitiven Elementes (KE) wiederauf- 
l&dt- 

8, Dual-Port Speicherzelle nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, 
35 daB einer der Auswahltransistoren (ATI, AT2) Bestandteil der 
Ladeeinrichtung (RS) ist* 
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9, Dua.l-'Port Speicherzelle nach einem der Anspriiche 7 oder 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

die Ladeeinrichtung (RS) Bestandt€iii eines Bitleitungsdeko- 
ders ist, der zumindest einen Leseverstarker und eine Vorauf^ 
5 ladeschaltung aufweist, und dafi die Ladeeinrichtimg (RS) ei- 
nen taktgesteuerten Rlngz^hler aufweist^ der fiber seinen Z^h- 
lerstand in regelm&Bigen Zeitabstanden ein^ Adresse fiii: je- 
weils eine Speicherzelle generiert und tiber den die Ladeein- 
richt-ung (RS) die Kapazitat des kapazitiven Elementes (KE) 
10 automat isch wiederauf ladt und dafi die* 

10, Dual-Port Speicherzelle nach einem der vorstehenden An- 
sprUche, 

dadurch gekennzeichnet, 
15 daJa die Datenleitungen (Bl, B2) jeweils iciit unterschiedlicher 
Taktfrequenz betrieben werden. 

11- DRAM-Halbleiterspeicher mit einer Vielzahl von Dual-Bort 
Speicherzellen (DPS) nach einem der vorstehenden Ansprtlci^e- 
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(54) Tltlct DUAI^PORT MEMORY LOCATION 
(54) Be^eichnung: DUAI^PORT SPEICHERZELLE 
(57) Abstract 

'Ilic invention relates to a dual-pojrt DRAM jn^moTy location 
having a capacitor and two transfer gate&- whose load paths are 
connected in series. Said series connection is arranged bclwccn 
two data tran&miiflion lines. This arrangement serves to provide 
a dual-port memory locution which, independent of one anottier, 
can be i-ejuj oi* Wi'ittcn by two data processing units. Tlie decisive WLS- 
advantagA of the inventive mcmaiy locations in a DRAM memoTy 
ftrchicecture is the size-optimized design^ i.e. the possibility of 
providing a mcmoiy architecture with substantially rechiced space 
iTcquirements. The inventive memory iocatiiw i$ very immune to 
noise due to its design, i.e. due to the sanall nun\bcr of switching 
elements and short length of conductor paths. The Small number 
of trans idtors and short length of conductor paths also permits to 
reduce the time inquired for accessing the data. The invention also 
relates to a DRAM semiconductor memoiy having dual-port memory 
locations. 

(57) Zu$amini;nir»S!iUI1g 

Die liffindung bctrifft cine Dual-Port Speiclier^elle und eincn DRAM-Halblciterspeicher mit Dual-Pon SpeicherzellEn. Die 
Erfindung betrifft eine JOual-Port DRAM SpcicheiYelle mlt eincm kapazitivcn Element und zwci Auswahltransistoren. deren Laststxecken 
in Reihe ^eschajtcn sind nnd dicsc Reihenschaltung zwi?q:hcn 7.wci Datenleicungen angeoidnot ist. Duich diese Anordnung laflt sich 
die Dual-P(7rt-nSpeicbcizclle unabh^ngig voneinandej' von zwci DatcnvcFarbcitungscinhcitcn auslcscn und beschneiben. Der entscbeidende 
Vorteil der erfindimg$geTn^n Speicherzelicn in einer DRAM-Spcichctan^httektur Itcgt in cincm flSchcnoptimicrtcn Design auf» das heilSt m 
del- Mtigliclikeit eine SpeicheniTchitcktur mit dcutiich iieduziertexn Fl2ehenaufwand bcneitzust&Ilcn. Die crtindungsgcmlkfio SpeichBTZOlIe isc 
aufgrund ihrcs Designs, d.h. aufgrund der geringen Anzahl von Scbaltelementen und nledrigen Leiterbahol^i^en. sehr rauachunompfindlicb. 
Die geringoTC Anzahl der TYansistoren und Leit&rbahnlangc hat aufictdcm sehr nledrige Zugriffszeit zur Folg^. Femer betrifft die Erfindung 
einen DRAM-H&lblettorspcicher mit Dual-Poit Spelchfinellen. 
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